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【概要】AlN を成膜するサファイア基板には c 面を用いることが主流であり、格子不整合に起因
して AlNとサファイアの m軸が 30度傾くことが知られている。これに対し、a面サファイア基板
上では c面 AlNと m軸が平行になりうることが報告されており[1, 2]、結晶配向の twistゆらぎ成
分が低減できることや、劈開法でレーザ反射鏡を作製できるなどの利点が予想される。そこで、本
研究では、a 面サファイア(a-Sap)上 c 面 AlN(c-AlN)に着目し、スパッタ法と高温アニール[3]で高
品質な AlNテンプレートを作製したので報告する。 

【実験と考察】a面サファイア上に AlN焼結体ターゲットを用いて 100 ~ 400 nm厚の AlNをスパ
ッタした。成膜条件は、窒素流量 24 sccm、チャンバ圧力 5.2×10-2 Pa、ヒータ温度 600 °C、RF出
力 700 Wとした。成膜後、1700 °C、3 hで高温アニールを施すことにより結晶性を向上させ、高品
質 AlNテンプレートを作製した。300 nm以下の膜厚ではクラックフリーであるものの、400 nmで
は a-Sap[10-10]方向に向かって伝搬するような基板の異方性を反映するクラックが確認された。膜
厚の増加にともない(10-12)回折のロッキングカーブ幅が良化する傾向が見られ(Fig. 1 (a))、クラッ
クフリーの膜厚 300 nmでは 214 arcsecが得られている。XRDのアジマス角スキャンで c-AlN(10-

12)と a-Sap(30-30)の回折ピークが一致したことから、面内配向は当初の見立てに沿って a-Sap[10-

10]//c-AlN[10-10]であることがわかった(Fig. 1 (b))。この配置では a-Sap[0001]方向の室温の格子不
整合率は 4.12 %、熱膨張不整合率は 35 %となり、両不整合による歪は打ち消しあう方向に生じる
[1, 4]。同様に a-Sap[10-10]方向の格子不整合率は 1.89 %、熱膨張不整合率は 28 %となっている。
このような不整合の関係性が最終的な歪に与える影響を評価するために a-Sap[0001]および[10-10]

方向から X線を入射して c-AlNの異方的な面内歪を測定した。Figure. 1 (c)に示すように、特に a-

Sap[0001]方向の圧縮歪が大きいことがわかる。この結果は従来の c 面サファイア上と同様に、熱
膨張不整合による影響が支配的であることを示唆している[5]。当日は熱応力解析による定量的な
考察を踏まえて議論する。 
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Fig. 1 (a) Azimuth angle scans of c-AlN(10-12) and a-Sap(30-30), (b) rocking curve widths of (0002) and 

(10-12), (c) in-plane strain measurement of c-AlN. 
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